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Dioda krzemowa BAYS5S5 epitaksjalno-planarna, w obudowie szklanej DO-7, jest przeznaczona
do stosowania w bardzo szybkich ukladach przelaczajacych.

! Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkosSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur | 50 [V
Sredni prad wyprostowany Io i 75 I mA
Prad przewodzenia i 115 mA
Szczytowy prad przewodzenia T g 225 mA
Szczytowy prad przewodzenia — l

przeciazeniowy (7, = 1 ps) Irys i 2000 mA
Temperatura zlacza 4 f 150 °C
Temperatura skladowania 145 ‘ —55...4+150 °C
Moc strat P | 250 mW

Parametry statyczne (fzmp = 25°C)

Napigcie przewodzenia

przy Ir = 50 mA Ur <1 bV
Prad wsteczny ; :

przy Ur =30 V Ix | S350 | nA
Prad wsteczny i :

przy Ug = 30 V (tams = 150°C) I <550 i upA

1
Napiecie wsteczne ! |
przy Ir = 5 pA Ur =50 ISV
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Parametry dynamiczne (fzmp = 25°C)

Pojemnoé¢ diody
przy Ur =0, f, = 1 MHz (&

Czas przelaczania
przy Ir = 10 mA, Ur =6 V,
.Rl_ = 100 Q f"
(uklad pomiarowy jak na rysunku ponizej)
Fadunek magazynowany
przy Ir =10 mA, Ur =5 V
(miernik Q,—3) O

Schemat ukladu pomiarowego

czasu przelaczania 7,,

N
)

N

25

pF

ns

pC
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Dioda krzemowa o zmiennej pojemnosci BA507, w obudowie szklanej DO-7, jest wykonana
technologia epiplanarna.

Dioda BAS507 jest przeznaczona do stosowania w glowicach odbiornikéw radiowych i telewi-
zyjnych do automatycznego dostrajania obwodoéw. Elektrode A nalezy polaryzowaé ujemnie wzgle-

dem elektrody K.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Uxg 20 Vv
Szczytowe napigcie wsteczne Urar 20 Vv
Prad przewodzenia ; Ir 60 mA
Temperatura zlacza 1y 150 2C
Temperatura skladowania Teeo —40...4+125 2C

Parametry statyczne (f,.,, = 25°C)

Prad wsteczny

przy Ur =20 V I <341 vA

Prad wsteczny

przy Ur = 20 V (tams = 80°C) Ir <5 pA
Parametry dynamiczne (Z;,, = 25°C)

Pojemnos¢ diody

przy Ur =4V, f, = 0,5 MHz (& 20—45* pF

Stosunek pojemnosci

przy Up =4V, f, = 0,5 MHz ; C{Ur=4YV) = 120

przy Ur =10 V, f, = 0,5 MHz CUR=10N)i|: = 2 ; o

Dobro¢ diody :

przy Ur =4V, f, = 50 MHz Q =50

* Diody sa oznaczone cyfra rzymska ze wzgledu na warto$¢ pojemnosci wedlug kodu:

(o} 20...26 24...32 30...38 36...45

cyfra 1 11 I v 325
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Dioda krzemowa o zmiennej pojemnosci BA508, w obudowie szklanej DO-7, jest wykonana
technologia epiplanarna.
Dioda BAS508 jest przeznaczona do stosowania w gtowicach odbiornikéw radiowych i telewizyj-
nych do automatycznego przestrajania obwodo6w. Elektrode A nalezy polaryzowaé ujemnie wzgledem

elektrody K.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Uxr 30 v
Szczytowe napigcie wsteczne Urn 30 A"
Prad przewodzenia Ir 60 mA
Temperatura zlacza 1 150 2C
Temperatura skladowania Lsta —40...+125 °C
Parametry statyczne (fz. = 25°C)
Napigcie przewodzenia
przy Ir = 60 mA Ur 0,9(< 1,5 v
Prad wsteczny
przy Ur =10 V Ir 10 (< 100) nA
Prad wsteczny
przy Ur = 10 V (tamy = 100°C) I <15 vA
Prad wsteczny
przy Ugr =30 V I < 10 wA
Parametry dynamiczne (Zzmy = 25°C)
Pojemno$¢ diody
przy Ur=2YV, f, =30 MHz G 29—66* pF
Stosunek pojemnosci
przy Ur =2V, f, =30 MHz i C(Ur=2Y) 1A
przy Ur =10V, f, = 30 MHz C(Ur=10YV) Dbt
Dobroé¢ diody $
przy Up =2V, f, = 30 MHz Q 180 (= 100)
* Diody sa oznaczone cyfra rzymska ze wzgledu na wartosé pojemnosei wedlug kodu:
C. | 29...36 | 34...41 ‘ 39...46 ’ 44...51 49...56 54...61 I 59...66
o T | ey v vi | o 327
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Prad wsteczny warikapu

Ir = f(Ug); tamp = parametr

328 1 — wartoéé graniczna, 2 — wartos$¢ §rednia
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Dioda krzemowa DK60 w obudowie metalowej, $redniej mocy, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

~ Diode nalezy montowa¢ na radiatorze w postaci plytki aluminiowej o powierzchni min. 5 cm?
i grubosci 1,5 mm.

Typ wycofany z produkcji — stosowa¢ diode BAS562

Graniczne wielkos$ci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur 300 A"
Szczytowe napiecie wsteczne Urar 300 v
Prad przewodzenia (Zmm = 25°C) Ir 0,6 A
Szczytowy prad przewodzenia

(czas trwania impulsu pradu

S 0,1 S) Tea 6 A
Temperatura zlacza : ty | 125 °C
Temperatura skltadowania it & 55 71125 2 C

Parametry statyczne (f,, = 25°C)

Napigcie przewodzenia l
1(<1,2 VvV

|
przy Ir = 0,6 A Ur }
Prad wsteczny
przy Ur = 300 V Ir 0,03 (< 10) vA
Prad wsteczny
przy Ug = 300 V (fams = 120°C) Ir 12 (<< 200) vA

Parametry typowego ukladu prostowniczego (Zu.» = 25°C)
Napigcie zasilajace Uess ‘ < 100 Vv
Prad wyprostowany . Io | <06 A
Opornos¢ ograniczajaca R l =, Q
Pojemnos¢ filtrujaca Co 1200 pF
R
o—{ 1—pb|—

Veir

Typowy uklad prostowniczy 329
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Charakterystyki przewodzenia

Ir = f(Uy)
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Charakterystyka wsteczna

Ir = f(Uy)
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Charakterystyka wsteczna
Ir = f(Ugr)
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Graniczna wartos¢ pradu przewo-
dzenia diody w zaleznosci od tem-
peratury otoczenia Ir = f(Zam»)

1 — radiatorem Al 5 cm2x 1,5 mm,
2 — bez radia tora
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Dioda krzemowa DK61 w obudowie metalowej, Sredniej mocy, wykonana technologia stopowa
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.
Diode nalezy montowa¢ na radiatorze w postaci plytki aluminiowej o powierzchni min. 5 cm?

i grubosci 1,5 mm.

Typ wycofany z produkcji — stosowac diode BAS63

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ugr 500 V
Szczytowe napiecie wsteczne Ugrar 500 A%
Prad przewodzenia (Zsmy = 25°C) Ir 0,6 A
Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu 7;<< 0,1 s) Ipar 6 A
Temperatura ziacza t 125 e
Temperatura skladowania [ —55...4+125 °C
Parametry statyczne (Zump = 25°C)
Napigcie przewodzenia !
przy Ir = 0,6 A Ur 1,05(< 1,2) v
Prad wsteczny
przy Ugr = 500 V Ir 0,08 (<< 10) vA
Prad wsteczny }
przy Ugr = 500 V (fams = 120°C) I 12 (<< 200) i pA
Parametry typowego ukladu prostowniczego (fumy = 25°C)
Napiecie zasilajace Uesr < 175 l Vv
Prad wyprostowany I < 0,6 A
Oporno$¢ ograniczajaca ; R =27 ! Q
Pojemnos¢ filtrujaca - G5 200 pF
R
+
G e

0 —

Typowy uklad prostowniczy 331
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Graniczna warto$¢ pradu przewo-
dzenia diody w zaleznosci od tem-
peratury otoczenia Ir = f(fams)
1—z radiatorem Al 5 cm2x1,5 mm,

2 — bez radiatora
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Dioda krzemowa DK62 w obudowie metalowej, Sredniej mocy, wykonana technologia stopowa
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Diode nalezy montowa¢ na radiatorze w postaci plytki aluminiowej o powierzchni min 5 cm?

i grubosci 1,5 mm.

; Typ wycofany z produkcji — stosowac diode BAS564 l\

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Uxr
Szczytowe napiecie wsteczne : Ugar
Prad przewodzenia (7, = 25°C) Ir

Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu

71 <0, s) Tras
Temperatura zlacza t
Temperatura skladowania tsg

Parametry statyczne (fump = 25°C)

Napigcie przewodzenia

przy Ir = 0,6 A Ur
Prad wsteczny
przy U, R = 700 V I R
Prad wsteczny
przy Ur = 700 V (fams = 120°C) Ir

Parametry typowego ukiadu prostowniczego (fumpy = 25°C)

Napiecie zasilajace Uerr
Prad wyprostowany I,
Oporno$¢ ograniczajaca 5 R
Pojemnosc filtrujaca G,
R
o—{ 1> S F
Uerr .-.é" g

o —

Typowy uklad prostowniczy

700
700
0,6

6
125
—55.1125

|
1,04(< 1,2) [
0,048 (<< 10) l

10 (< 200)

< 250
< 0,6
=1
200

> < <

°C
H{e

vA

0P <

333 -
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Charakterystyki przewodzenia Charakterystyka wsteczna
Ir = f(Ur) Ir = f(Ur)
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Graniczna warto$¢ pradu przewo-
dzenia diody w zalezno$ci od tem-
peratury otoczenia Ir = f(fams)
1— z radiatorem Al 5 cm2x1,5 mm,

334

Charakterystyka wsteczna
Ix = f(Ugr)

1 — bez radiatora
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Dioda krzemowa DK 63 w obudowie metalowej, Sredniej mocy, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Diodg nalezy montowa¢ na radiatorze w postaci plytki aluminiowej o powierzchni min. 5 cm?

i grubosci 1,5 mm.

Typ wycofany z produkcji — stosowaé diode BA561

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur
Szczytowe napigcie wsteczne Urn
Prad przewodzenia (fzmy = 25°C) Ir

Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu

T[< 0,1 S) I FM
Temperatura zlacza 1
Temperatura skltadowania tstg

Parametry statytzne (fzmy = 25°C)

Napiecie przewodzenia

przy Ir = 0,6 A Ur
Prad wsteczny
przy Ugr =100 V Iz
Prad wsteczny
przy Ug = 100 V (fzmp = 120°C) Iz

Parametry typowego ukladu prostowniczego (fzm» = 25°C)

Napiecie zasilajace Uerr
Prad wyprostowany : Io
Opornos$¢ ograniczajaca R
Pojemnoséé filtrujaca Co
L3
o— 1Pt +
Uerr Co) &
= i

Typowy uklad prostowniczy

100
100
0,6

6
125
EEDD T 20

1,14(< 1,2)

0,02 (< 10)

5 (< 200)

<35

<06

=
200

> <<

°C
°C

uA

D> <

pF
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Ir = f(Ur)

Charakterystyka wsteczna
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Graniczna warto$¢ pradu przewo-
dzenia diody w zaleznoéci od tem-
peratury otoczenia Ir = f(fams)

1 —7z radiatorem Al 5 cm2X1,5 mm,

2 — bez radiatora



Dioda krzemowa(BA561 w obudowie metalowej, $redniej mocy, wykonana technologia dy-
fuzyjna, jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne

Szczytowe napigcie wsteczne
Prad przewodzenia (Z;m, = 85°C)
Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu pradu
< 0,1 S)

Temperatura ziacza
Temperatura skltadowania

Parametry statyczne (Lambi=252C)
Napiecie przewodzenia
przy Ir = 0,6 A

Prad wsteczny
przy Ur =100 V

Pfqd wsteczny
przy Ur =100 V (tzms = 120°C)

Dane tymczasowe — nowy typ

Uxr 100 v

Urnm 115 v

Ir 0,5 A

Ten 15 A

4 125 °C

i1y —55...-125 e

Ur < 1,2 GV

Ir <10 vA

Ir < 200 A 337
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Dioda krzemowa BA562 w obudowie metalowej, $redniej mocy, wykonana technologia dyfuzyjna,

(208

[ max il

e

jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Szczytowe napigcie wsteczne
Prad przewodzenia (famy = 85°C)
Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu pradu

< 0,1 S)
Temperatura zlacza

Temperatura skiadowania

Parametry statyczne (fy,, = 25°C)

Napigcie przewodzenia
przy Ir = 0,6 A

Prad wsteczny
przy Ur =300 V

Prad wsteczny

przy Ugr = 300 V (fams = 120°C)

Dane tymczasowe — nowy typ

Ur
URM
Ir

ITrn
4

Istg

Ur

Ir

Ir

300
350
0,5

15
125

— 5588125

<12

< 200

> <<

°C
2C

vA

pA
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Dioda krzemowa BA563 w obudowie metalowej, $redniej mocy, wykonana technologia dy-

i l: max Sl

fuzyjna, jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Szczytowe napigcie wsteczne
Prad przewodzenia (fzm» = 85°C)
Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu pradu

71 < 0,1 s)

Temperatura zlacza
Temperatura skladowania

Parametry statyczne (fgms = 25°C)
Napiecie przewodzenia
przy Ir = 0,6 A

Prad wsteczny
przy Ug = 500V

Prad wsteczny
przy Ugr = 500 V (fam = 120°C)

Dane tymczasowe — nowy typ

Ur
URDI
Ir

Tea
]
Z. stg

Ur

Ir

Ir

500
580
0,5

15
125
—355.44125

<<

2C
.G

A

LA

339



Dioda krzemowa BAS564 w obudowie metalowej, $redniej mocy, wykonana technologia dy-
fuzyjna, jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne

Szczytowe napiecie wsteczne
Prad przewodzenia (fums = 85°C)
Szczytowy prad przewodzenia
(czas trwania impulsu pradu

71 < 0,1 S)

Temperatura zlacza
Temperatura skladowania

Parametry statyczne (fu., = 25°C)
Napiecia przewodzenia
przy Ir = 0,6 A

Prad wsteczny

Prad wsteczny
340 przy Up =700 V (fam = 120°C)

Dane tymczasowe — nowy typ

Ur 700
Urn 800

Ir 0,5
Iry 15

1 125
Tin —55...+125
Ur <12

Ir < 10

Ir < 200

> <<

°C

£22G

vA

LA



Diody krzemowe BA580-585 w obudowie metalowej, zblizonej do DOA4, sredniej mocy,
wykonane technologia dyfuzyjna, sa przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych.

Dane tymczasowe — nowy typ \

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur 50—500 A%
Prad przewodzenia (f,my = 25°C) Ir 5

341
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Krzemowe diody Zenera BZ! w obudowie metalowej typu TO-18 sa przeznaczone do pracy
w ukladach stabilizujacych oraz ograniczajacych napigcie.

Diody BZ1 maja tolerancj¢ napigcia stabilizacji Uz-+-5% (C) oraz Uz-=-10% (D). :

Przy pracy diod BZ1/C i BZ1/D jako stabilizatory nalezy katodg¢ polaryzowac dodatnio wzgledem

anody.

Typ wycofywany z produkcji — stosowa¢ BZ11CiD

Graniczne wielkosSci eksploatacyjne

Prad Zenera Iz PlU; mA
Moc strat (fums = 25°C) P 250 mW
Szczytowy prad przewodzenia Irar 300 mA
Temperatura zlacza t 150 2C
Temperatura skiadowania L5is {Jests5ott {508 |ieoc

Parametry statyczne i dynamiczne (fzmy = 25°C)

Napiecie przewodzenia

przy Ir = 100 mA Ur 0,83(< 1) v

Uz 4Uy rz Ip

Oznaczenie typu \% v Q nA

przy Iz =5 mA przy Up =1 V
1 2 3 | 4 5

BZ1/C3V3 353 3,1-3,5 86(<< 130) —

BZ1/C3V6 3,6 3,4—3,8 83 (< 130) —

BZ1/C3V9 3.9 3,7—4,1 80 (< 120) —

BZ1/C4V3 4,3 4,0—4,6 74 (< 120) —
BZ1/C4VT 4,7 4,4—5,0 65 (< 90) < 500
BZ1/C5V1 5,1 4,8—5,4 56 (< 75) < 500
BZ1/C5Vé6 5,6 5,3—6,0 44 (< 60) < 500
BZ1/C6V2 6,2 5,8—6,6 20 (<< 40) < 500
BZ1/C6V8 6,8 6,4—7,2 S5(x15) < 100
BZ1/C7V5 755 7,0—17,9 52(<10) < 100
BZ1/C8V2 8,2 7,7—8,7 6 (< 10) < 100
BZ1/COV1 91 8,5—9,6 7,6 (< 15) < 100
BZ1/C10 10,0 9,4—10,6 9,9 (< 15) < 100
BZ1/Cl11 11,0 10,4—11,6 12,5 (< 20) < 100
BZ1/C12 12,0 11,4—12,8 16 (<X 30) < 100
BZ1/C13 13,0 12,6—14,0 20 (<< 30) < 100

342




BZ1/C15 15,0 13,8—15,5 31 (< 55) < 100
BZ1/C16 16,0 15;3—17,0 39 (< 55) < 100
BZ1/C18 18,0 16,8—19,0 57 (< 100) < 100
BZ1/C20 20,0 18,8—21,0 78 (< 120) < 100
BZ1/C22 22,0 20,8—23,0 90 (<< 170) < 100
BZ1/C24 24,0 22,8—25,6 100 (< 200) < 100
BZ1/C27 27,0 25,4—28,6 110 (< 200) < 100
BZ1/D1* 0,7 0,66—0,76 4(<9) —
BZ1/D3V3 313 2,9—3,7 86 (< 130) —
BZ1/D3V9 3,9 3,5—4,3 80 (< 120) —
BZ1/D4V7 4,7 4,152 65 (< 90) < 500
BZ1/D5V6 5,6 5,0—6,3 44 (< 75) < 500
BZ1/D6V8 6,8 6,0—7,5 5(<15) < 500
BZ1/D8V2 8,2 133=9:2 6(< 10) < 100
BZ1/D10 10,0 8,8—11,0 9,9 (< 15) < 100
BZ1/D12 12,0 10,7—13,4 16 (< 30) < 100
BZ1/D15 15,0 13,0—16,5 31 (< 55) < 100
BZ1/D18 18,0 16,0—20,0 57 (< 100) < 100
BZ1/D22 22,0 19,6—24,4 90 (<X 200) < 100
BZ1/D27 27,0 24,1—30,0 110(<< 200) < 100
* Uy, rz — mierzone dla kierunku przewodzenia diody.
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Zmiany przyrostow napigcia stabi-
lizacji w funkcji temperatury
AUZ =f(famb) 14 Ur = f(tmnb)
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Zalezno$¢ oporno$ci dynamicznej od na-
piecia stabilizacji rz = f(Uz);
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Wspblczynnik temperaturowy w funkcji
napigcia stabilizacji TKUz = f(Uz)

Wspblczynnik temperaturowy w funkcji
napiecia stabilizacji TKUz = f(Uz)
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Charakterystyka przewodzenia
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Chodzenie naturalne
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Moc dopuszczalna w funkcji
temperatury P = f(fums); chio-
dzenie naturalne 345
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Ciezar okoto 0,5 G

Krzemowe diody Zenera w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 sa przeznaczone do pracy
w_ukladach stabilizujacych oraz ograniczajacych napiecie. :

Diody BZ11 naja tolerancj¢ napiecia stabilizacji Uz--5% (C) oraz Uz--10%; (D).

Przy pracy diod BZ11/C i BZ11/D jako stabilizatory nalezy katode polaryzowa¢ dodatnio wzgle-
dem anody.

Przy konstruowaniu ukladéw na diodach BZ11 nalezy korzysta¢ z charakterystyk diod BZI1.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Prad Zenera Iz P|U, mA
Moc strat (fums = 25°C) P 250 mW
Szczytowy prad przewodzenia Irp 300 mA
Temperatura zlacza 1y 150 2C
Temperatura sktadowania tstg | —55...+150 2C
Parametry statyczne i dynamiczne (fum, = 25°C)
Napiecie przewodzenia
przy Ir = 100 mA Ur 0,8( 1) A%
Uy AUy rz I
Oznaczenie typu v v Q nA
przy Iz = 5 mA przy Ug =1V
1 2 | 3 4 s
BZ11/C3V3 333 3,1—3,5 < 100 —
BZ11/C3V6 3,6 3,4—3,8 << 100 —
BZ11/C3V9 3,9 3,7—4,1 << 100 —
BZ11/C4V3 4,3 4,0—4,6 < 100 —
BZ11/C4V7 4,7 4,450 < 90 < 500
BZ11/C5V1 5,1 4,8—5,4 <75 < 500
BZ11/C5V6 5,6 5,3—6,0 < 60 << 500
BZ11/C6V2 6,2 5,8—6,6 < 40 < 500
BZ11/C6V8 6,8 6,4—7,2 <15 < 100
BZ11/C7V5 Tfe) 7,0—7,9 < 10 < 100
BZ11/C8V2 8,2 7,7—8,7 <10 < 100
BZ11/C9V1 9,1 8,5—9,6 <15 << 100
BZ11/C10 10,0 9,4—10,6 =15 < 100
BZ11/C11 11,0 10,4—11,6 < 20 < 100
BZ11/C12 12,0 11,4—12,8 < 30 < 100
BZ11/C13 13,0 12,6—14,0 < 30 < 100
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BZ11/C15
BZ11/Cl16
BZ11/C18
BZ11/C20
BZ11/C22
BZ11/C24
BZ11/C27
BZ11/D1*
BZ11/D3V3
BZ11/D3V9
BZ11/D4V7
BZ11/D5V6
BZ11/D6V8
BZ11/D8V2
BZ11/D10
BZ11/D12
BZ11/D15
BZ11/D18
BZ11/D22
BZ11/D27
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13,8—15,5

- 15,3—17,0

16,8—19,0
18,8—21,0
20,8—23,0
22,8—25,6
25,4—28,6
0,66—0,76
2,9—-3,7
3,5—-4.3
4,1—5,2
5,0—6,3
6,0—7,5
7,3—9,2
8,8—11,0
10,7—13,4
13,0—16,5
16,0—20,0
19,6—24,4
24,1—30,0

* Uy, rz — mierzone dla kierunku przewodzenia diody.
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Ciezar okoto 4,1 G

Krzemowe diody Zenera w obudowie metalowej sa przeznaczone do pracy w ukladach stabili-
zujacych oraz ograniczajacych napigcie.

Diody BZ2/C i BZ2/D sa przystosowane do pracy z radiatorem.

Diody BZ2 maja tolerancj¢ napiccia stabilizacji Uz+5% (C) oraz Uz+4-10%; (D).

Przy pracy diod BZ2/C i BZ2/D jako stabilizatory nalezy katode polaryzowa¢ dodatnio wzgle-
dem anody.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Prad Zenera 1z P.|U; mA
Moc strat (fzm, = 25°C) P patrz wykres l W
Szczytowy prad przewodzenia Irar 3 A
Temperatura zlacza 1y 150 l e,
Temperatura skladowania Tsto —55...--150 e

Parametry statyczne i dynamiczne (fumy = 25°C)

Napiecie przewodzenia ;

przy Ir = 500 mA Ur 09LE(= D) StV
Iy przy
Oznaczenie typu Sz AUz iz Iz Up=1V
\' v Q mA vA
1 2, 3 4 5 6
]

BZ2/C3V9 3,9 3,7—4,1 6,0( ) 100 —
BZ2/C4AV3 4,3 4,0—4,6 48(<7) 100 —
BZ2/C4AVT 4,7 4,4—5,0 2,5(<5) 100 —
BZ2/C5V1 5,1 4,8—5,4 2,1(<L595) 100 -
BZ2/C5V6 5,6 5,3—6,0 12(<2) 100 =l
BZ2/C6V2 6,8 5,8—6,6 LIK2) 100 <zl
BZ2/C6V8 6,8 6,4—7,2 0,6 (< 2) 100 <1
BZ2/C7V5 75 7,0—17,9 0,7(<2) 100 |
BZ2/C8V2 8,2 7,7—8,7 0,8(<<?2) 100 <1
BZ2/C9V1 9,1 8,5—9,6 1,0(<49) 50 |

i BZ2/Cl10 10,0 9,4—10,6 1,2(<4) 50 <l
BZ2/Cl11 11,0 10,4—11,6 1L,5(L7) 50 =1
BZ2/C12 12,0 11,4—12,8 19(7) 50 <z¢]
BZ2/C13 13,0 12,6—14,0 22(<11) 50 <1
BZ2/C15 15,0 13,8—15,5 31(< 1)) 50 <1
BZ2/C16 16,0 15,3—17 3,7(< 15) 25 <1
348 BZ2/C18 18,0 16,8—19 5,4 (< 15) 25 <1
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BZ2/C20
BZ2/C22
BZ2/C24
BZ2/C27
BZ2/D1*
BZ2/D3V9
BZ2/D4V7
BZ2/D5V6
BZ2/D6VS
BZ2/D8V2
BZ2/D10
BZ2/D12
BZ2/D15
BZ2/D18
BZ2/D22
BZ2/D27

18,8—21
20,8—23
22,8—25,6
25,4—28,6
0,7—0,9
3,5—4,3
4,1—5,2
5,0—6,3
6,0—7,5
1,3=—=9,2
8,8—11
10,7—13,4
13,0—16,5
16,0—20,0
19,6—24,4
24,1—30,0
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* Uy, rz — mierzone dla kierunku przewodzenia.
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Charakterystyki stabilizacji napig¢ w fun-

keji pradu Uz = f(I2)
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Zalezno$¢ opornosci dynamicznej od na-
pie¢ stabilizacji rz = f(Uz)
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Wspblezynnik temperaturowy w funkcji napiecia
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Zalezno$¢ opornosci dynamicznej od pradu

rz =f(z)
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Charakterystyka przewodzenia

Ir =f(UF)
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Moc dopuszczalna w funkcji tem-

peratury P = f(fams)
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